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Die folgenden Angaben smd den vom Anmelder eingereichten Unterlagen eritnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Elektrode und/oder Leiterbahn fur organische Bauelemeate=und Herstelluhgverfahren dazu 

@ Die Erfindung beuifft Elektroden fbr organische Bau- 
elemente, insbesondere fur Bauelemente wie Feldeffekt- 
tran^istoren (OFETs) und/oder Leuchtdioden (OLEDs),.die 

leitfahige undfelnstrukturierteElektrodenbahnenhaben. 1 
Die Elektrode/Leiterbahn wird dabei durch einfachen Kon- 
• lakteiner leitendqn Oder nicht-teitenden Schichtausorga- . 
nischem Material mit einer chemischen Verbindung her- 
gestellt,Aweil die chemische Verbindung die Schlchtaus. 
organischem Material an der Kontaktstelle deaktiviert * 
oderaktiViert,d. h. leitendodisrnicht-leitend macht. 
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Beschreibung 



100121 NacheinerAusgestaltungCnucrcHwntact-piinting) 

= Se chemische Verbindung, die die Schichl aus orgam- 

• u ri.m Material deaktiviert oder akUviert, in dem Stempel 
lOOOl] Die Erfindung beuifft Elektro" o^-^^e gem Ma^ ,,„gf3hige„ 
Wemente, insbesondere fur Bauelemem* wie F^^^ 5 Silicon-Elastomer sein. ^ 

Be^ts.dlei.^geHe..denbabn.^^^^ ^leS f 
UischerBasis aus -lithographic P«;^';<jJ %7 ,o ^.ri weA sind an dieser Stelle zur Beschtchtung des 

SSt705S.^tiSJe^^^^^^^ SrS'SscheVerbindungistbevcrzugte^^ 
^s^rie leitfahige Polyamlinschicht (PANI) aufgebracht ^14] ^^^^^ ,i„Hydroxidetc.Prinzipiellkonnenalle 
wird. die dann nut einer P<«itive„ S^^-^h^^^^^^^^ . -^^^^^^ deprotonieren. die also ak Protonenakzeptoren 

SeReaktiondasandenbeUchtetenSteUenda^^^^ ^^^^^1 werdeo. Es handelt sich ^ a^^^^^ . 

gendePolyaniUnin cinenichl-leitende Fonnuberfuhrt st^cs^^ Ausnahme der Halbleiter. die dje klassischen 

toSo3] Ausserdem ist aus der Schrift "Lo^;^"'^ P^J. '° ^"^en Wldep (Germanium, Silizium), und der typischen 
mer integrated circuits" von C. J. Dury et al. m Apphed Oioto bua ^ Beschrankung im dogmaUschen 

Letters" Vol73.No. 1. p. lOS'"^ "ek-nU-^^ Sn auf organfsches Material als kohlensloff-enthaltendes 
lyLlinzusarmnenmiteinemPhotommatoraufdasM £rial ist demhach nicht vorgesehen. vretaehr ist auch^^^ 
,nfoebrachl werden kann, wiederum nach dem Trocknen ^'"T* p. ^ ^ b. Siliconen gedacht. Weiterhm 
dSS sZttenmaske bestrahlt und an den bebcht^» 25 d^ J '^"^^r B Tschrankung im Hinblick auf die Mo- 
. Sen chemisch behandelt in eine mcht-leUende Form , ^iJ^Xlnsbesondere auf polymere und/od^^ 

iiberfiihit werden kann. . unterUegen, sondem es .st dmchaus auch der 

. 10004] Nachteilig an den oben genannten Vertatan mn "small molecules" moglich. 

koto^sistschichtbzw.PhotoiniUator.st.dassche^^^^^^ » Fur das Verfahren wird z. B. auf emem Subs^at 

relativ aiifwenidg sind. weil sie mehrere Arbeitsschntte l""VJ ^.j ) jurch GieBen. Spmcoating. Rakeln, 
£S^b«CuegenderSchichtausleitfahigemorgan.sche^^ " n^^nS ScUt vonleitftogem PolyaniUn erzeug^ 

S^aTwie Pi« benSdgen, urn die Elektroden zu erzeu- et.^--/-^,^„ basischen VerbmdUng Anun 

AufgabedervorliegendenErandungrstdte^- ^:^^^-^:SS~-f 

naSrung der Prozessschrilte beim Erzeugen lettfahager 35 J^f»„ng der Elektrod, und/oderLeiterb^n kann dae 

Bahnenund/oder Elektroden auf ememt>ubsuat o«n7eSchichtnochgespiilt und getrocknet warden, 

foooi GegenstandderEHindung ist eneEleto^^^^ foW] E^Lo wie d^ Bedn.cken der Bereiche d.e n^^^^^^^ 

• Oder Leiterbahn, die durch I„-Kontakt-bnngen ^J-^^ i":*^^^ ^^^'^ ^ .,,^1 werden sollen ist es moghch Dur die Berei- 
auso^anischem Material mit einer cl.enuschenV«:b^^^^^^ 

; . hersteUbar ist. Ausserdem ist Gegenste^d der ^ ^ Kombination des Verfahrens nu emer Be- 

• Verfahren zur Herstellung einer Elektrode «nd/od« emer J ^^^^ Belichtung durch erne Schalten- 

Leiterbahn durch In-Kon.akt-Bnngen ernes beschichteten -^^ § ^.gH^^. r or^anische 

Substrats mit einer chemischen Verbmdung. . Erfindung betrifft Elektroden ftr organ»fc'« 

[0007] Nach einer vorteilhaften Ausgestal^tung word cje l^^^l insbesondere fi5r Bauelemente wie Fddef- 

Elektrode und/oder Leiterbahn durch P-^>-»^Akuv«nmg 45 9^eter- ^ ^^^^^^^ ^"f " ^Tht 

■ Oder Desaktivierung der Schicht aus orgamschem Material ^^^^^^ strukturier.e Elek.rodenbahnen 

• Sff?^Lheinervo.eilhafte„Ausges.UungderEJi. 

dung istdas organische Material leitfahig und flachig auf e - ^on f ' em« 1^^^^ ^^^^ chemischen Verbindung her- 

2 Substrat Lfgebracht. An den Stellen. » denen die^e 50 J*^ Verbindung die Schicht aus or- 

Schicht organischen Materiak in Kont jt mU der ^^^^ ge^^l j-^^ ^^^^ ^ Kontaktstelle deakUviert oder 

schen Verbindung kommt. wird sie m ihre mcht-leitfatoge g^^^^^ ^ ^ ^^.^^^^ „icht-leitend macht. 



10009] N^ch einer Ausgestaltung wird die chemische Ver- Patentanspriiche 
wSg durch Bedrucken in Kontakt mit dem orgamschen 55 

Material gebracht. Bevorzugte Druckyerfahren daftr sind ^^^^^ j^i^rh^, die dv^ch In-Kon- 

Sdnet nach steigender Aufl6sung) Oflfsetdruck. S eb- ^^.^Jngen einer Schicht aus organischem Material 

S Tampondruck und/oder Micro-contact-pnnung '^J^'Schemischen Verbindung herstellbar ist 

fuCP-Druck). . u ^7 K „ 2 Elektrode und/oder Leiterbahn nach Anspnicn i. 

oS] Durch das Bedrucken mit chemischen ^rbm- 60 2^ Bektr ^^^^ , 

dung wird eine drastische Anderung in der L« J^higkeU ^ ^^^^.^^^^^ Verbindung leitfahig ist undflachig auf 

herbeigefuhrt. Durch die Drucktechnik kann eine te^^^ einem Substrat aufgebracht ist. . 

Strukturierung der funktioneUen Schicht enei J w^nl^^ I g,^,,^,,, .„„d/oder Leiterbahn nach Ans^ch 
Die Auflosung hangt dabei von der Leistungsfahigkeit des ^ ^.^ ^^^^^^ orgamschem Material i i 

jeweiUgenDruckverfahrensab. o, ^i^beim ' aus Polyanilin oder eineni anderen leilfahigen organ.i- 

lOOUl Der Druck kann z. B. imi emem Stempel, wie bei n ^ 

Srpinda.ck Oder mi, einer S.empelrolle im kon.inmerh- "^"^^ZroA. und/oder Leiterbahn nach einen. der vor- 
chen Verfahren, erfolgen. 
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stehende Anspriiche, wobei die chemische Verbindung 
eineBaseist 

5. Vwfahren zur Hastellung.einer Elektrodie und/oder . 
einer Leit«:bahn durch in-Kontakt-Biingen eines be- 
schichteten Subslrats mit ein6r chemischen Veibin- 5 

dung. 

6. Verfahren nach Ansprucb 5, bei dem die chemische 
Verbindung dutch Bedrucken in Kontakt mit der 
Schicht aus prganischem Material gebracht wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 oder 6, bei 10 
dem die Elektrode und/oder Leiterbahn durch pardelle 
Aktivierung oder Deaktivierung der Schicht aus orga- 
riischem Material heigestellt wird. 
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